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第 3 章では，結晶性化合物のエキソ電子放射機構を調べるためにMgO及び SiCについて超高真空中
でイオン及び電子ビームを照射し，熱刺激エキソ電子放射 (TSEE) グロー曲線を測定している。次
に弾性及び非弾性衝突によって付与されるエネノレギー密度分布をモンテカルロ計算で求め，これと TS
















本論文は KeV領域の軽イオンビームによる Si C , MgO などの結晶性固体化合物表面層の放射線f員傷
機構を，入射イオンと結晶構成原子との弾性衝突と電子励起との素過程を基本に，エキソ電子放射，スパ
ッタリング，及びブリスタリング等により研究したもので，その成果を要約すると次のとおりである。
(1) Si C 及び、MgOについて，イオンビームによる電子励起と原子変位に起因するそれぞれのTSEE
グローピークを見出している。乙れと表面に付与されたエネノレギー密度分布のモンテカルロ計算結果






(4) Si C の He イオンによる表面損傷機構を，注入されたHe の飛程分布測定，ガス再放出特性測定など
から明らかにし，エネルギ一分布を持つイオンビーム照射処理を施す乙とにより，ブリスタリングの
発生を抑制できる乙とを実証している。
以上のように，本論文は低エネノレギーイオンの固体表面層に対する放射線損傷についての物理機構を
解明したもので，放射線工学に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるもの
と認める。
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